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１．概要（Summary） 

本研究では Si 半導体中の重金属ドーパントに特化し

て、Si 半導体結晶中のドーパントの局所構造を CTR 
(Crystal Truncation Rod. Scattering) 散乱ホログラフ

ィー手法により把握することを目的とする。今回、散漫散

の低減を目指して、基板裏面の不要な部分を薄膜化し、

SPring-8 BL13XUの設備を利用して、CTR散乱計測を

行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  ダイシングソー、シリコン深堀エッ

チング装置、高速マスクレス露光装置 
 
【実験方法】 
（１） * Si 基板上のダイシングソーによるカット 
（２） 基板上への重金属ドーピング層の結晶成長 
（３） *裏面 Si 層の薄膜化の微細加工 （Fig. 1 参照） 
（４） Spring-8 での CTR 散乱ホログラフィー測定 
*NIMS 微細加工 PF で行った実験 （依頼加工） 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

試料作製手順を Fig. 1 に示す。作製試料を用いて明

瞭な CTR 散乱像を得ることができた（Fig 2）。 

 

 

 

 
４．その他・特記事項（Others） 
・競争的資金：JSPS 科研費 17H02777, 17H05225 
・他の機関の利用：SPring-8 
・技術支援者：津谷 大樹（NIMS 微細加工 PF） 
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６．関連特許（Patent） 
なし Fig. 1 Sample structure before and 

after the microfabrication. 

Fig. 2 CTR scattering from 
heavy metal dopant layer. 


